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摘要(译)

有机EL显示装置具有基板，形成在基板上的多个有机EL元件和形成在基
板上的多个薄膜晶体管。晶体管连接到相应的EL元件，用于控制施加到
各个元件的电流。每个晶体管包括形成在基板上的半导体材料的有源
层，形成在有源层中的源区和漏区，电耦合到形成在有源层中的源区的
铝材料的源电极，铝电极的漏电极电耦合到形成在有源层中的漏区，形
成在有源层上的绝缘层，形成在绝缘层上的栅电极，含有等于或小于50
的氮化钛的第一阻挡金属层插入在有源层的源电极和源区之间的氮或钛
的atm％，和插入在漏电极和之间的氮或钛的等于或小于50atm％的氮化
钛的第二阻挡金属层。有源层的漏极区域。
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